
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 
 
Ingeniería Informática 
Examen Febrero 2010 
 
Duración: 3 horas 
Responde a cada pregunta en hojas separadas. Indica  en cada hoja tu 
nombre, el número de página y el número de páginas totales que 
entregas. 
Lee detenidamente los enunciados antes de contestar  

 

Nombre  __________________________________________________ D.N.I. _____________ Grupo  ______ 

 

1. Razona cuál es la región de funcionamiento en la que opera el diodo D1 y el transistor T2 

en el circuito de la derecha: (1 punto)  

Datos para el diodo (D1): 6.0=γV  V 

Datos para el BJT: Los que se han dado en clase de teoría. 

300=β  

 

 

 

2. Calcula la tensión del drenador del MOSFET del circuito siguiente: (1.5 puntos)  

 

Datos para el MOSFET (T1): 1=TV V; 2=k mA/V2 

Región lineal u óhmica:  
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Región de saturación: 
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3. El potencial creado por dos esferas conductoras concéntricas de radios R1=1 cm y R2=2 

cm separadas por el vacío y cargadas con Q y –Q respectivamente es: 
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- Calcula a partir del mismo el campo eléctrico creado por la estructura en cualquier punto 

del espacio (ten en cuenta el carácter vectorial del campo).  

- Calcula a partir del potencial la capacidad del condensador esférico descrito. (2 puntos)  



Datos: 0ε  = 8.84•10-12 C2/Nm2 

 

 

4. Calcula el equivalente de Thevenin del circuito mostrado entre los puntos A y B.  

(1.5 puntos)  

Datos: R=1 kΩ; L=10 kH; C=4 µF 

)5cos(20)( ttvi =  V 

 

 

 

 

5. Para el circuito de la figura (R=4 kΩ; C=1 µF; L=4 H) 

 

a) Obtenga la función de transferencia T(s)=V0(s)/V i(s). (1 punto) 

b) Represente el diagrama de Bode en amplitud y fase para dicha función de 

transferencia. (2 puntos) 

c) Usando la función de transferencia obtenida, calcule v0(t) si 

vi(t)=[10cos(10t)+10cos(104t)] V. (1 punto) 

 
























